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有机阱结构器件在反向偏压调制下光致发光猝灭的研究  
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摘要  实验过程中制备了3种不同周期的有机阱结构器件，分别用N,N’-diphenyl-N,N’-bis(1-napthyl)-1,1’-
biphenyll-4,4’-diamine(NPB)和4,4,N,N’-dicarbazolebiphenyl(CBP)作为电子的势阱和势垒。讨论了3个
器件在反向偏压调制下的光致发光的猝灭。研究结果显示在作者所制备的器件中NPB层中激子的猝灭速度要比

CBP层中的激子猝灭速度快。这主要是因为NPB层中的有效电场要比CBP层中的有效电场强。当所制备的有机阱

结构器件的周期数增加时，在相同的反向电场下，NPB和CBP层中的激子猝灭速度会随之增加，因为实验中制备

的这3个器件为Ⅱ型量子阱结构，激子在这种阱结构器件中会随着阱周期数的增加而变得越来越不稳定，因此周
期数较大的器件猝灭现象比较明显。  
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